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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 

2527 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจเป็นผูอ้อกแบบ ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า 
(Semiconductor Device) ประเภท ไดโอด (Diodes) ท่ี เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย   

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบายเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

วิสยัทศัน ์ 
“เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีมีคุณภาพชั้นน าทดัเทียมกบัผูผ้ลิตในระดบัสากล” 

 
วตัถุประสงค ์
“สร้างตราสินคา้ “EIC” ใหเ้ป็นสินคา้คุณภาพเป็นท่ียอมรับส าหรับผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุก
อุตสาหกรรม” 

 
เป้าหมาย 
“เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าประเภทไดโอดท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับส าหรับทุกอุตสาหกรรม” 

 
นโยบายเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 (1) ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ 
  (2)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (3) วิเคราะห์ปัญหา พฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างสรรคน์วตักรรม ลดการสูญเสีย 
   (4)  ใส่ใจและค านึงถึงความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน 
 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี  
ปี 2527 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2527 นายศราวุธ จินต์วุฒิ ก่อตั้งบริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (ยู

เอสเอ) จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 103 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค ์หลกัในการประกอบธุรกิจ
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เป็นผูอ้อกแบบ ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตัวน า (Semiconductor Device) ประเภท 
ไดโอด (Diodes) ท่ี เป็นอุปกรณ์ พ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ใน
เขตส่งออกเขต 1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังในปี  2527 เร่ิมต้นธุรกิจโดยการซ้ือขาย 
ทรานซิสเตอร์ (Transistor)  

ปี 2533 เร่ิมผลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าประเภทไดโอด 
ปี 2539 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เป็น 300 ลา้นบาท  
ปี 2540-2543 ไ ด้ รั บ ม าต ร ฐ าน  ISO 9001 แ ล ะ  ISO14001 จ า ก บ ริ ษั ท  SGS Yarsley International 

Certificational Services ประเทศองักฤษ 
ปี 2545 เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ Glass Diodes และ SMD (Surface Mounted Devices) และไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
ปี 2546 ด าเนินการแปรสภาพบริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชน เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็ค

โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เป็น 400 ลา้นบาท น าบริษทัฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2546 ในหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ใชช่ื้อในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “EIC” 

ปี 2549 ขยายธุรกิจเป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) ทั้ งชนิด Open 
Junction และ Glass Passivated Processed (GPP)  

 
บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี ในการลงทุน เพ่ือพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี 
และนวตักรรม (เร่ิม 30 ตุลาคม 2549 ครบก าหนด 29 ตุลาคม 2557) ตามเง่ือนไขการส่งเสริม
การลงทุน ดังน้ี บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนหรือมีค่าวิจัยพัฒนาหรือออกแบบ ค่าฝึกอบรม
เทคโนโลยีขั้นสูง หรือค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการศึกษา หรือสถาบนัการวิจยัไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 3 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือมีค่าใช้จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 450 ลา้นบาท 
แลว้แต่มลูค่าใดต ่ากวา่ 

ปี 2550 ได้ รั บ ก าร รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน  ISO/TS 16949 จ ากบ ริ ษั ท  SGS Yarsley International 
Certificational Services ประเทศองักฤษ 

ปี 2556  วนัท่ี  29  พฤศจิกายน 2556  และ 2 ธนัวาคม 2556 มีการซ้ือ/ขายระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) โดยผูถื้อหุ้นจ านวน 4 ราย เป็นผูข้าย และ มี บริษทั 
ไทย ไพร์ม จ ากดั และนายบี เตชะอุบล และบุคคลอ่ืนอีกจ านวน 6 ราย ดงัน้ี 1) นายแสวง ศิริ
จนัทโรภาส 2) น.ส.พรรณี อคัราช 3) น.ส.อุทุมพร จุลกะบุตร 4) นายสุเทพ ศิริจนัทโรภาส 5 ) 



                                                               

                                         (     )                                                                 
____________________________________________________________________________________ 

5 

Quam Securities Limited 6) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนสยามไนทฟั์นดแ์มเนจเมน้ท์ 
จ ากดั ไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดแบบ Big Lot โดยซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ใน
ราคาหุน้ละ 1.25 บาท (หน่ึงบาทยี่สิบหา้สตางคต่์อหุน้) รวมจ านวน 267,809,600 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 66.95 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ บริษทัฯ มีผลท าใหมี้การ
เปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุม เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ และโครงสร้างกรรมการ
บริษทัฯ 
 
การเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทั  
หลงัการท า Big Lot ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 และ 2 ธนัวาคม 2556 โครงสร้างผูถื้อหุน้
รายใหญ่เปล่ียนแปลงไปดงัตารางดา้นล่างน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) ร้อยละ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) ร้อยละ 

1 นายศราวธุ จินตว์ฒิุ 204,000,000 51.00 0 0 

2 นายวิทยา จกัรเพช็ร 38,327,000 9.58 0 0 

3 นายสง่า วนาสินชยั 20,000,000 5.00 0 0 

4 นายวรกร จกัรเพช็ร 5,482,600 1.37 0 0 

5 บริษทั ไทย ไพร์ม จ ากดั 0 0 173,409,600 43.35 

6 นายบี เตชะอุบล 0 0 32,000,000 8.00 

7 นายแสวง ศิริจนัทโรภาส 0 0 14,800,000 3.70 

8 นางสาวอุทุมพร จุลกะบุตร 0 0 7,900,000 1.95 

9 นางสาวพรรณี อคัราช 0 0 11,900,000 2.98 

10 นายสุเทพ ศิริจนัทโรภาส 0 0 7,800,000 1.98 

11 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
สยามไนทฟั์นดแ์มเนจเมน้ท ์จ ากดั 0 0 12,000,000 3.00 

12 Quam Securities Limited 0 0 8,000,000 2.00 

รวม 267,809,600     66.95 267,809,600         66.95 

หมายเหตุ ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2556 นายบี เตชะอุบล และบริษัท ไทย ไพร์ม จ ากัด มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ ระหว่างกนัเอง โดยบริษทั ไทย ไพร์ม จ ากดั ไดโ้อนหุ้นให้นายบี เตชะอุบล 
เป็นจ านวน 31,409,600 หุน้ ท าใหย้อดรวมการถือหุน้ของนายบี เตชะอุบล เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเป็น 63,409,600 
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หุน้ หรือร้อยละ 15.85 และบริษทั ไทย ไพร์ม จ ากดั ถือหุน้ลดลงเหลือเป็น 142,000,000 หรือร้อยละ 35.50 ยอด
รวมการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ร้อยละ 51.35 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายทั้งหมด 

 
โครงสร้างกรรมการใหม่หลงัการท า Big Lot  

 หลงัการท า Big Lot โครงสร้างกรรมการบริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี  
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสมคาด สืบตระกลู รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 
3 นายวิทยา จกัรเพช็ร กรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการตรวจสอบ 
4 นางทิพยว์รรณ จกัรเพช็ร  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
5 นายธนบดี สวสัด์ิศรี กรรมการ/ 
6 นางกฤษณาศ ์จิตรปฏิมา กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / รักษาการ

เลขานุการบริษทั 
7 นายทวิช พิมพาแป้น กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

 
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั 
(“บริษทัย่อย”) โดยเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 
เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ จดัตั้งบริษทัย่อย เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างทาง
ธุรกิจซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ตามรายละเอียดท่ีสรุปไวใ้นหวัขอ้ 1.3 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อย ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2556 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จะโอนกิจการผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญาตประกอบกิจการ และพนกังาน
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าว เพ่ือช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์น และจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนจ านวน
หน่ึงไม่เกิน 20  ลา้นบาทให้แก่บริษทัย่อย ในรูปของการช าระเงินเพ่ิมทุน เพ่ือให้บริษทัย่อยมีกระแสเงินสดท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอเร่ืองการโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตไดโอดของบริษทัฯ ใหแ้ก่บริษทัย่อยเพ่ือช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์นและเงินสด ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ 
สามารถปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว 
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 รายละเอียดโดยสรุปของบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี  
ช่ือบริษทั : บริษทั อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั  
วนัที่จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคล : 4 ธนัวาคม 2556 
ทะเบียนเลขที่ : 0105556191882 
กรรมการบริษทั : 3 คน (1) นายวิทยา จกัรเพ็ชร (2) นางทิพยว์รรณ จกัรเพ็ชร และ (3) 

นายลกูา้ เจค็โคโม เฟียโต ้โรวีตา้  
กรรมการลงลายมอืช่ือผูกพนั : นายวิทยา จกัรเพ็ชร หรือ นางทิพยว์รรณ จกัรเพ็ชร คนใดคนหน่ึงลง

ลายมือช่ือ 
ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท 
ส านักงานแห่งใหญ่ : เลขท่ี 65, 68 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 
รายช่ือผู้ถือหุ้น : ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท 
รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวิทยา จกัรเพช็ร 1 0.10 
2 นางทิพยว์รรณ จกัรเพช็ร 1 0.10 
3 นายธีร์ธวชั ฮาวรังษี 1 0.10 
4 บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็

โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
997  99.70 

 

 
1.4  ความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมิไดมี้ความสมัพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่เดิมและผูถื้อหุน้ใหญ่
กลุ่มใหม่หลงัการท า Big Lot และโดยสภาพการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มิไดมี้
ความสมัพนัธ์พ่ึงพิงและแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนในกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั  
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ปัจจุบัน บริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ ผลิตและจ าหน่ายอุปกณ์สารก่ึงตัวน า (Discrete Semiconductor) 

อย่างครบวงจร (Manufacturer with Wafer Fabrication) รายแรกของประเทศ โดยเป็นทั้งผูผ้ลิตวตัถุดิบตน้น ้ า
คือ แผน่ซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) เพ่ือน ามาใชใ้นการประกอบเป็น Diodes  
  

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัให้บริการในส่วนของการออกแบบและผลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าประเภท 
ไดโอด ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอย่างให้กับลูกค้าตามความต้องการพิเศษของลูกค้า เช่น บริษัท SEW 
MOTOR DRIVER ประเทศเยอรมนี  
  

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO/TS 16949 และมีโรงงานตั้ งอยู่ ท่ี นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั มีก าลงัการผลิตประมาณ 400 ลา้นช้ินต่อปี  

 
 บริษทัฯ ไดมี้การจดัท ารายไดแ้ยกตามลกัษณะของการจ าหน่ายคือ การจ าหน่ายสินคา้โดยตรงไปยงั
ลูกคา้ต่างประเทศ จ าหน่ายให้กบัลูกคา้ในเขตส่งออก และจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ในประเทศ โดยมีโครงสร้าง
รายได ้ดงัน้ี  
 

ประเภท 2556 (บาท) 2555 (บาท) 
รายไดจ้ากการขาย 
- จ าหน่ายโดยตรงไปยงัลกูคา้ต่างประเทศ 
- จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ภายในประเทศ   

 
152,138.04 
34,901.19 

 
111,532.31 
29,429.28 

รวมรายไดจ้ากการขาย 187,039.23 140,961.59 
รายไดอ่ื้นๆ 12,815.06 6,450.69 
รวมรายได้  199,854.29 147,412.28 
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โครงสร้างรายไดโ้ดยการแยกสดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้แยกตามกลุ่มสินคา้ จะเป็นดงัน้ี  
กลุ่มสินค้า อตัราร้อยละต่อยอดขายรวม  

1. Rectifier  Diodes 39.00 
2. High Speed Switching Diodes 3.20 
3. Zener Diodes 33.60 
4. Transient Voltage Suppressor Diodes 18.78 
5. Transistors 1.71 
6. Wafer 3.58 

 
2.1  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์ Wafer (Open Junction Wafer และ Glass Passivated Processed Wafer) 
บริษทัฯ เร่ิมผลิต Wafer ในปี 2549 โครงการผลิต Wafer มีวตัถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่าย และเพ่ือใช้

เป็นวตัถุดิบในการประกอบ Diodes ในบริษทัฯ เอง 
  
 Wafer และ Dice ท่ีบริษทัฯ ผลิตเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการประกอบเป็นไดโอดเอง แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ 

 (1)  Zener Wafer  
(2)  TVS Wafer  
(3)  Standard Rectifier Wafer  
(4)  Unipolar & Bipolar  Wafer  

  การผลิต Wafer ได้เอ้ือประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ  นอกจากน้ี   
บริษทัฯ ไดมี้การพฒันานวตักรรมในการน าเอา GPP WAFER หรือ Glass Passivated Processed Wafer มาใช้
เป็นวตัถุดิบในการประกอบเป็น Diodes โดยท่ี Glass Passivated Processed  Wafer  จะมีผลดีต่อคุณภาพของ 
Diode และการใช้งานโดยเฉพาะในตระกูล Zener Diodes, Rectifier, TVS and Bridge Rectifier มีผลท าให ้
reverse breakdown voltage  เพ่ิมข้ึนประมาณ 10% ท าให้อายุการใช้งานได้นานข้ึนประมาณร้อยละ 30  
นอกจากน้ียงัมีผลท าให้สามารถลด reverse leakage at high temperatures และส าหรับ Diodes ในตระกูล TVS 
และ Zener Diodes จะมีผลท าให ้transient protection เพ่ิมสูงข้ึนโดยประมาณร้อยละ 12   
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2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์ Diodes 
ไดโอดท่ีบริษทัฯ ผลิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  
(1) Zener  Diodes เป็นไดโอดชนิดพิเศษท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลยอ้นกลบัไดแ้ละสามารถทน

กระแสยอ้นกลบัไดสู้งมาก  จึงถกูน ามาใชส้ าหรับการควบคุมหรือรักษาแรงดนั (Regulate Voltage) ใหค้งท่ีและ
สม ่าเสมอ เพราะหากแรงดนัไฟฟ้าท่ีส่งผา่นเขา้มามีแรงดนัไม่คงท่ี กจ็ะท าใหก้ารท างานของเคร่ืองไฟฟ้าไม่ปกติ 
เช่น หลอดไฟเกิดกระพริบ  Zener Diodes จึงถูกน าไปใชใ้นระบบควบคุมแสงสวา่งในรถยนต ์
 

สินคา้กลุ่ม Zener Diodes ของบริษทัฯ มีมากกวา่ 4000 Part number ทั้งแบบของ Axial Lead และ 
SMD ตั้งแต่ 2V-200V, 0.25W -5W, Low Power Zener,  Medium Power Zener  และ High Power Zener เพ่ือ
ออกแบบตามความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ 

 
(2) Transient Voltage Suppressor Diodes (TVS) เป็นไดโอดท าหนา้ท่ีในการตดักระแสไฟฟ้าท่ี

เขา้สู่อุปกรณ์ต่างๆ หรือป้องกนัไฟกระชาก เช่น ในกรณีเกิดฟ้าผา่ ไดโอดชนิดน้ีกจ็ะท าหนา้ท่ีในการถ่ายเท
กระแสไฟฟ้าส่วนเกินลงสู่พ้ืนดิน ส าหรับการใชง้านนั้นจะน าไปใชใ้นเคร่ืองโทรศพัทท์ัว่ไป ระบบคุมการฉีด
น ้า ระบบปัดน ้าฝนในรถยนต ์ระบบควบคุมเคร่ืองยนต ์
 

สินคา้กลุ่ม Transient Voltage Suppressor Diodes (TVS) ของบริษทัฯ มีตั้งแต่ 200W ถึง 50kW, 6.2V 
ถึง 462V และปัจจุบนัไดอ้อกแบบถึง 150kW ตามความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ ส าหรับแบบ 
SMA/SMB/SMC บริษทัฯ สามารถผลิตไดสู้งสุดถึง 3000W และแบบ D2PAK ผลิตไดสู้งสุด 6600W ตามความ
ตอ้งการใชง้านของลกูคา้ 
 

(3) Rectifier Diodes  เป็นไดโอดท่ีท าหนา้ท่ีใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นทางเดียว  ฉะนั้นจึงมี
คุณสมบติัในการแปลงกระแสไฟฟ้าจาก กระแสไฟฟ้าสลบั (Alternating Current) เป็นกระแสตรง (Direct   
Current) และถกูน าไปใชง้านในส่วนของวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง (Power Supply)  ซ่ึงคุณสมบติัน้ีเป็นคุณสมบติั
พ้ืนฐานและมีความส าคญักบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เกือบทุกชนิด  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าท่ี
จ่ายมาตามไฟทัว่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ในขณะท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ใชไ้ฟฟ้า
กระแสตรงในการท างานเท่านั้น  ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลบัเป็น
กระแสตรงก่อนท่ีจะส่งผา่นเขา้สู่วงจรการท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ส าหรับผลิตภณัฑ ์ในกลุ่มน้ีของบริษทัฯ ไดแ้ยกยอ่ยออกเป็น กลุ่มย่อยๆ ดงัน้ี  
- Standard Rectifiers คือ ไดโอดท่ีใชง้านทัว่ๆไป ในวงจรท่ีมีความถ่ีต ่า (ไม่เกิน 1 KHZ) ถูกน าไปใช้

ในการแปลงกระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นทัว่ๆ ไป  
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- Fast Recovery Rectifiers (FR) คือ ไดโอดท่ีถกูน าไปใชง้านในความถ่ีท่ีสูงกวา่ไดโอดทัว่ไป (ไม่เกิน 
30 KHz) ในวงจร Switching Power Supply เช่น โทรทศัน์ขนาดเล็ก Ballast ของอุปกรณ์ส่องสว่างต่างๆ เป็น
ตน้  

- High Efficient Rectifiers (HER) คือ ไดโอดท่ีใช้งานในวงจร Switching ท่ีมีความถ่ีสูงกว่า FR (ไม่
เกิน 200 KHz) เช่น Switching Power Supply ของเคร่ืองพิมพ์ (Printer) ระบบควบคุมการหยุด (ABS) ใน
รถยนต ์และอ่ืนๆ  

- Super Fast Rectifiers (SF) คือ ไดโอดท่ีใชง้านในวงจร Switching ท่ีมีความถ่ีสูงกว่า HER (ไม่เกิน 1 
MHz) เช่น วงจรควบคุมความต่างศกัยข์องกระแสไฟฟ้า (Voltage Control) ของโทรทศัน ์และวงจรสลบัเปล่ียน 
(INVERTER) ของเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

 - Schottky Rectifiers คือ ไดโอดท่ีออกแบบให้สามารถใชง้านในวงจร Switching ท่ีมีความถ่ีสูงมาก 
(เกิน 1 MHz) และความต่างศกัย ์(Voltage) ต ่าได ้โดยมีคุณสมบติัฟ้ืนตวัไดเ้ร็วในสภาวะท่ีมีความต่างศกัยต์  ่า 
(Short time reverse recover) ซ่ึงจะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงถูก
น าไปใชใ้นวงจร Switching Power Supply ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

- Bridge Rectifier Diodes คือ การน าเอาไดโอด 4 ถึง 6 ตวั มาต่อรวมกนั ท าใหส้ามารถแปลง
กระแสไฟฟ้าในลกัษณะ FULL WAVE   และทนกระแสไฟฟ้าไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะถูกน าใชใ้นส่วนของแหล่งจ่าย
ไฟตรง (Power Supply) ของเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองขยายเสียง (Amplifier) 

- Rectifier Diodes ของบริษทัฯ มีทั้งแบบ Standard จนถึง Super Fast Recovery และ Schottlky ตั้งแต่
1A-50A (20V-10,000V) และสามารถออกแบบไดต้ามความตอ้งการในการใชง้านของลูกคา้ 
 
 (4) High Speed Switching Diodes เป็นไดโอดท่ีใชใ้นวงจรไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูงซ่ึงจะถูกน าไปใช้
ในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตอ้งมีการสบัเปล่ียนกระแสไฟอย่างรวดเร็ว (on & off) เช่น วงจรดิจิตอลต่างๆ หรือ
วงจร Small Signal ท่ีมีความถ่ีสูงๆ ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม High Speed Switching จะเป็นลกัษณะของ 
Glass Diodes ซ่ึงมีความแตกต่างจาก Diodes ทัว่ๆ ไป โดยในส่วนของรูปทรงภายนอกจะห่อหุม้ดว้ย Glass  
แทน Epoxy Compound ซ่ึงใชใ้น Diodes  ทัว่ๆ ไป  ส าหรับในส่วนของคุณสมบติันั้นจะใชส้ าหรับอุปกรณ์หรือ
วงจรไฟฟ้าท่ีตอ้งการรับสญัญาณและแยกสญัญาณท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นนอ้ยหรือมีความต่างศกัยต์  ่า 
 

ไดโอดของบริษทัฯ มีมากกว่า 14,000 Part Numbers หรือ มากกว่า 50 Packages และเม่ือพิจารณาจาก
มาตรฐานของสินคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
 

(1) สินคา้มาตรฐานบริษทัฯ หมายถึง สินคา้ท่ีบริษทัฯ ท าการผลิตใหไ้ดคุ้ณสมบติัทางไฟฟ้าตาม
มาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้โดยจะเป็นสินคา้ท่ีบริษทัฯ ท าการผลิตใหก้บัลกูคา้ของบริษทัฯ เป็นหลกั 



                                                               

                                         (     )                                                                 
____________________________________________________________________________________ 

12 

(2) สินคา้มาตรฐานทัว่ไป หมายถึง สินคา้ท่ีบริษทัฯ ผลิตแลว้มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าแตกต่างไป
จากมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต และไม่ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีบริษทัฯ ตั้งใจ
ผลิต แต่อยา่งไรกต็าม สินคา้เหล่าน้ียงัมีมาตรฐานสากล สามารถน าไปใชง้านทัว่ไปได ้โดยบริษทัฯ จะจ าหน่าย
สินคา้เหล่าน้ีออกไปโดยไม่ไดใ้ชต้ราสินคา้ “EIC”  
 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 นโยบายการตลาด 
 Diodes ท่ีบริษัทฯ ผลิตจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนประกอบในระบบการควบคุมกระแสไฟใน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Original Brand name Producer) บริษทัฯ ท่ีรับจา้งผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบ
ใหก้บัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และบริษทัฯ ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า
โดยลกูคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ท่ีเนน้คุณภาพของสินคา้เป็นหลกั  

       
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์ลกัษณะพิเศษตามความตอ้งการของลกูคา้ เช่น  

SEW MOTOR DRIVER ประเทศเยอรมนี  
 

 ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ บริษทัฯ มีการจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งและ
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี  

  
ตวัแทนจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ ไดท้ าสญัญาแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 3 ราย คือ  
(1) Sun Light Electronic (HK) รับผิดชอบการจ าหน่ายในประเทศจีน   
(2) EIC International Co., Ltd.  รับผิดชอบการขายในฮ่องกงและจีน 
(3) EIC Semiconductor รับผิดชอบการขายในสหรัฐอเมริกา 

 
การขายผ่านบริษทัตวัแทนจ าหน่ายจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของ Sole Agent Agreement 

โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(1) บริษทัตัวแทนจ าหน่ายได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษทัฯ และขายสินค้า

ภายใตต้ราสินคา้ “EIC” โดยบริษทัตวัแทนจ าหน่ายไดรั้บอนุญาตใหใ้ชต้ราสินคา้ของบริษทัเพ่ือการท าโฆษณา 
โดยบริษทัตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งรับผิดชอบในการท าหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาและจดักิจกรรม
การตลาด หรือการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ส่งเสริมการขายใหก้บัสินคา้ของบริษทัฯ ภายใตพ้ื้นท่ีเขตการขายท่ี
ไดมี้การก าหนดร่วมกนั  
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(2) ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัตวัแทนจ าหน่ายเป็นเพียงผูข้ายและผูซ้ื้อเท่านั้น แต่
ละฝ่ายสามารถบอกกล่าวยกเลิกล่วงหนา้โดยสญัญาไม่มีการก าหนดอายเุอาไว ้

(3) มลูค่าและปริมาณการสัง่ซ้ือตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้
(4) ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายให้กบับริษทัตวัแทนจ าหน่าย เป็นราคาท่ีก าหนดข้ึนส าหรับตวัแทน

จ าหน่าย (Sole Agent Price List) ซ่ึงแตกต่างจากราคาท่ีจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปในลกัษณะของส่วนลด 
 

รายละเอียดการขายผา่นตวัแทนจ าหน่ายท่ีบริษทัฯ แต่งตั้ง ในปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ขายสินค้า 
(พนับาท) 

ร้อยละต่อ
ยอดขายรวม 

ขายสินค้า 
(พนับาท) 

ร้อยละต่อ
ยอดขายรวม 

ขายสินค้า 
(พนับาท) 

ร้อยละต่อ
ยอดขายรวม 

1 .  EIC International Co., 
Ltd. 

58,673.63 31.37 49,094.25 34.83 62,655.96 37.67 

2. EIC Semiconductor Inc. 11,408.23 6.10 13,376.29 9.49 21,207.08 12.75 
3. EIC Semi Ltd. 0.00 0.00 0.00 0.00 11,963.20 7.19 
4. ลูกคา้ทัว่ไป (ขายตรง) 116,957.36 62.53 78,491.09 55.68 70,488.30 42.39 

รวม 187,039.22 100.00 140,961.63 100.00 166,314.54 100.00 

 
2.2.2 ภาวะการแข่งขัน  

 Semiconductor Industry Association ไดจ้ดัแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสารอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า 
Semiconductor Device ในตลาดโลก เป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี (1) Discrete Semiconductor; (2) Optoelectronics;   
(3) Sensors และ (4) Integrated Circuits  

 
Discrete Semiconductor ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1) Photosensitive and LED semiconductor devices 2) 

Transistors 3) Diodes 4) Mounted Piezo-electronics crystals 5) Diacs, thyristors and triacs อุ ป ก ร ณ์ ต่ า งๆ
เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
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ผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  
 
กลุ่มท่ี 1 
บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า ประเภทไดโอด เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทั

ตนเองเป็นผูผ้ลิต โดยไม่มีการจ าหน่าย  เช่น TOSHIBA ซ่ึงต่อมาก็เปล่ียนนโยบายไปจา้งผูผ้ลิตรายอ่ืนผลิตให ้
(Outsourcing) 

 
กลุ่มท่ี 2 
บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า ประเภทไดโอดเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทั

ตนเองเป็นผูผ้ลิตและยงัจ าหน่ายให้กบับริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายอ่ืนดว้ย เช่น Philips 
Semiconductor, Onsemi, Hitachi  

 
กลุ่มท่ี 3  
บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าเพ่ือการจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกอุตสาหกรรม 

บริษทัผูผ้ลิตเหล่าน้ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ จ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าครบวงจรทั้ง 1) Photosensitive and LED 
semiconductor devices 2) Transistors 3) Diodes 4) Mounted Piezo-electronics crystals 5) Diacs,  thyristors 
and triacs  ผูผ้ลิตเหล่าน้ี มีฐานการผลิตอยูทุ่กภูมิภาคของโลก ทั้งในจีน ใตห้วนั เกาหลี มีสินคา้หลากหลายครบ
วงจร ทั้งในเร่ืองของราคา รูปแบบและคุณภาพ ใชก้ลยทุธ์การ Take Over ในการขยายธุรกิจจึงสามารถขยาย
ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
 

บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน ารายใหญ่ในตลาดต่างประเทศซ่ึงจะผลิตและจ าหน่าย 
Discrete Semiconductors ทุกชนิดอย่างครบวงจร มีสินคา้หลากหลาย มีฐานการผลิตอยู่หลายประเทศทัว่โลก  
ไ ด้ แ ก่  Infineon, Mitsubishi Electric, Toshiba, STM Microelectronics, International Rectifier, FujiElectric,  
Fairchild, Vishay,  Renesa และ Semikron  

 
  ภาวะการแข่งขนัจะจ ากดัอยูใ่นบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่าย กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 เท่านั้น 
 
  บริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทผูผ้ลิตเพ่ือจ าหน่ายขนาดเลก็ท่ีเนน้คุณภาพสินคา้ สินคา้ของบริษทัฯ มีเพียง

ประเภทเดียว คือ ไดโอด โดยบริษทัฯ จะเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพสินคา้เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ค่อนขา้งสูงและจะเปล่ียนไปหาผูผ้ลิตรายอ่ืนยากกวา่  
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2.3  การจดัหาผลติภัณฑ์ 
   ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงงานผลิตมีอยู่แห่งเดียวในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีเน้ือ
ท่ีประมาณ 12,000 ตารางเมตร ผลิต Wafer และ Diodes โดยมีก าลงัการผลิต Wafer ประมาณ 30,000 แผ่นต่อ
เดือน และมีก าลงัการผลิต Diode ประมาณ 400 ลา้นช้ินต่อปี    

 
สายการผลิต Diodes ของบริษทัฯ แบ่งตามลกัษณะรูปร่างของไดโอดท่ีบริษทัฯ ผลิตโดยสามารถ

แบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี 
- Axial Lead (Standard)  คือ ไดโอดท่ีมีรูปร่างแบบมาตรฐาน มีขายื่นออกมา 2 ขา้ง 
- SMD (Surface Mounted Didoes) คือ ไดโอดท่ีมีลกัษณะพิเศษ ไม่มีขา ใชย้ึดติดโดยผิวสมัผสั 
- Bridge คือ ไดโอดท่ีมีการน าไดโอด 4 ตัว ถึง 6 ตัวมาเรียงกัน มีทั้ งแบบท่ีเป็นเส้นตรง และ

ส่ีเหล่ียม 
- Glass Diodes 

 
บริษทัฯ มีการจดัการและแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไดโอด  ไดแ้ก่  Silicon  Wafer,  

แผ่นตะกัว่บัดกรี  (Solder) ขา (Lead Wire), หรือขั้วต่อทองแดง  (Terminal),  ทองแดงแผ่น  (Lead  Frame),   
Silicon Resin, Compound และ Chemical  ซ่ึงเป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เยอรมนี ไตห้วนั และ
สหรัฐอเมริกา   บริษทัฯ ด าเนินนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบหลายราย เพ่ือขจดัปัญหาพ่ึงพิงผูผ้ลิต
วตัถุดิบรายใดรายหน่ึง ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบทั้งหมดเป็น
อยา่งดีและยงัไม่เคยประสบภาวะการขาดวตัถุดิบเพ่ือการผลิต  

 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไม่มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตรายใดถึง ร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซ้ือรวม 

โดยวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนท่ีมาของวตัถุดิบร้อยละ 80 และจดัซ้ือภายในประเทศอีกร้อย
ละ 20 
  

ส าหรับขั้นตอนการสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากบัญชีรายช่ือของผู ้
จ  าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทฯ แล้ว เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถแน่ใจและมัน่ใจในคุณภาพของวตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ โดยรายช่ือผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบดงักล่าวจะมีการปรับปรุงทุกปี เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ ในแง่ของการกระจายความเส่ียงในการสัง่ซ้ือ
และประโยชนใ์นแง่ของการเปรียบเทียบราคาก่อนการสัง่ซ้ือ  
 

ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัไม่เคยมีวิกฤตการณ์ท่ีเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบเพ่ือการ
ผลิต 
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2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 นอกเหนือจากคุณภาพท่ีก าหนด (Specifications) ท่ีตอ้งผลิตเพ่ือใหลู้กคา้พอใจแลว้ การส่งมอบดว้ย
ระยะเวลาการผลิตท่ีสั้นและรวดเร็ว ทนัเวลา เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั  ดงันั้นในปัจจุบนัจึงมีการควบคุมการผลิตใหส้ามารถส่งมอบไดท้นัเวลาส าหรับทุกค าสัง่ซ้ือ ไม่มีงานท่ี
ส่งมอบล่าชา้หรือท่ียงัไม่ส่งมอบ   
 
3. ปัจจยัความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทั 

3.1.1 ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจ 
อุปกรณ์สารก่ึงตัวน าโดยเฉพาะไดโอด เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก

ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ปลายทาง  และการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้ งตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ความเส่ียงจาก
สภาวะเศรษฐกิจมีผลต่ออตัราการเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
ด าเนินกลยุทธ์การสร้างตราสินคา้ “EIC” ให้เป็นท่ียอมรับในเร่ืองคุณภาพจากผูผ้ลิตในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือให้
น าสินคา้ของบริษทัฯ ไปเป็นส่วนประกอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ทุกประเภท  (EIC Quality Diodes behind every great system) และสร้างความหลากหลายของสินค้า เพ่ือ
ตอบสนองความการของลกูคา้  
 

3.1.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
  เน่ืองจากสินคา้ประเภทไดโอดท่ีบริษทัฯ ผลิตเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีส าคญัในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีใช้
ในการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เช่น 
ทีวี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เป็นต้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้เทคโนโลยีสารก่ึงตัวน า
ประเภทไดโอด ตอ้งเปล่ียนแปลงตามโดยการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นการเปล่ียนแปลงใน 2 ส่วนคือ การ
เปล่ียนแปลงในส่วนของคุณสมบติัทางไฟฟ้าและรูปทรง การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัค่าไฟฟ้า ไดแ้ก่ ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าสูงสุดและต ่าสุดท่ีไหลผ่าน ค่าแรงดนัไฟฟ้า ส าหรับในส่วนของรูปทรง ไดแ้ก่ ไดโอดท่ีมีขาสั้นลง 
ไม่มีขา หรือ ขนาดเล็กลง เป็นตน้  ดังนั้น ผูผ้ลิตอุปกรณ์สารก่ึงตัวน าประเภทไดโอดจะตอ้งมีความพร้อม
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและสามารถรองรับความตอ้งการของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได ้ 
  
 ในการด าเนินการท่ีผ่านมา ในปี 2545 บริษทัฯ ไดข้ยายพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ิมอีก 4,000 ตารางเมตร เพ่ือ
รองรับการผลิตสินคา้ประเภท Glass Diode ซ่ึงมีความแตกต่างจากไดโอดทัว่ไป ในส่วนของรูปทรงภายนอกท่ี
ห่อหุม้ดว้ย Glass แทน Epoxy Compound และ Surface Mounted Diodes ซ่ึงเป็น Diodes ท่ีมีลกัษณะพิเศษ ไม่มี



                                                               

                                         (     )                                                                 
____________________________________________________________________________________ 

17 

ขาและในปี 2549 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมตน้น ้ า โดยเป็นผูผ้ลิตและออกแบบ 
WAFER ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคัญในการน ามาประกอบเป็นไดโอด เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการออกแบบและ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  นอกจากน้ี ในส่วนของสายการผลิตของบริษทัฯ ก็สามารถ
รองรับการผลิตไดห้ลายรูปทรง (Package)  รวมทั้งสามารถรองรับการผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน และบริษทัฯ ไดส้ร้างพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพในต่างประเทศเพ่ือพฒันา
กระบวนการในการผลิตใหต้อบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 

3.1.3 ความเส่ียงทางด้านสินค้าคงคลงั 
 บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารองวตัถุดิบและผลิตภณัฑห์ลายรูปแบบหลายรายการ เน่ืองจาก 
 (1) ความจ าเป็นในการเก็บส ารองสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปและสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือรองรับความตอ้งการ
ในการใช้งานของลูกคา้ เน่ืองจากระบบ Logistics ส าหรับอุตสาหกรรม Semiconductors ในปัจจุบัน ผูผ้ลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ช้ินส่วนยานยนต์  และสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท  จะผลกัดนัตน้ทุนในการจดัเก็บดูแล  
การกระจายสินคา้และวตัถุดิบไปให้กบั Suppliers ท่ีเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัและส าหรับธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไดโอด บริษทัฯ มีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บส ารองสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปและสินคา้ส าเร็จรูป
หลากหลายรายการ เพ่ือรองรับความตอ้งการในการใชง้านของลูกคา้ตามปริมาณการสั่งซ้ือในแผนการสั่งซ้ือ
ของลกูคา้รายส าคญั   

 
(2)  เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในเร่ืองเวลาการส่งมอบและเพ่ือตอบสนองนโยบายการผลิตสินคา้

หลากหลายรายการเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทคโนโลยี และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ท่ีจะสามารถสัง่ซ้ือสินคา้หลากหลายรายการ โดยไม่แยกซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตราย
อ่ืน บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีการส ารองวตัถุดิบใหมี้ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการในการผลิต  
  
 อยา่งไรกต็าม สินคา้ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ Diodes / Wafer / Chips/ Dices ท่ีเกบ็อยูใ่นคลงัสินคา้ของ  
บริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไดรั้บความเห็นทางวิชาการจากศูนยว์ิจยัอิเลก็ทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในเร่ืองความไม่ล้าสมัยและไม่เส่ือมสภาพ  เน่ืองจาก Diodes / 
Wafer/Chips/ Dices ท่ีอยู่ในคลงัสินค้าของบริษทัฯ จะมีคุณสมบติัทางไฟฟ้าเหมือนเดิมไม่เส่ือมสภาพดว้ย
เหตุผลในทางวิชาการ ดงัน้ี 

(1) อุปกรณ์ไดโอด / Wafer / Chips/ Dices ทั้งหมดน้ีท าจากวสัดุสารก่ึงตวัน า ซ่ึงมีจุดหลอมเหลว
สูง ตัวอย่างเช่น Silicon มีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 1,416 องศาเซลเซียส ดังนั้ นการท่ีจะเกิดการเสียหาย
เน่ืองจากอุณหภูมิในสภาวะท่ีอยู่ในบรรยากาศของอุณหภูมิห้องจึงเป็นไปไดน้้อยมากๆ จนถือเสมือนว่าไม่
เกิดข้ึน 
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(2) ลกัษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ไดโอดนั้นเกิดจากการเจือสารชนิดเอน็หรือชนิดพี (ข้ึนอยู่กบั
ชนิดของฐานรอง) เพ่ือสร้างเป็นรอยต่อ พี-เอน็ การเจือสารนั้นจะกระท าไดท่ี้อุณหภูมิสูง (มากกว่า 800 องศา
เซลเซียสเท่านั้น) ไม่สามารถกระท าไดท่ี้อุณหภูมิหอ้งเน่ืองจากอะตอมของสารเจือไม่สามารถแพร่ซึมได ้
  (3) การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของอุปกรณ์ไดโอด Wafer/Chips/Dices นั้นเกิดจากสาเหตุหลกัคือ 
การแพร่ซึมของสารเจือท่ีบริเวณรอยต่อ พี-เอน็ และหรือท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างสารก่ึงตวัน ากบัโลหะท่ีใชท้ า
ขั้ว แต่เน่ืองจากท่ีอุณหภูมิหอ้งอะตอมของสารเจือไม่สามารถแพร่ซึมได ้จึงสามารถกล่าวไดว้่าท่ีอุณหภูมิหอ้ง
การเส่ือมคุณสมบติัของอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าเน่ืองจากการแพร่ซึมของสารเจือนั้นสามารถตดัท้ิงได ้

(4) การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของอุปกรณ์ไดโอด/Wafer/Chips/Dices  ท่ีมีขั้ วโลหะอยู่นั้ น 
อาจจะมีการเส่ือมสภาพเน่ืองจากโลหะเอง เช่น โลหะท่ีใช้ท าขั้วนั้นอาจจะท าปฏิกิริยากับอากาศเกิดเป็น
ออกไซดข์องโลหะนั้น ซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดยบรรจุอยู่ในตวัถงั สร้างชั้นป้องกนัหรือเก็บไวใ้นท่ีท่ีไม่มีออกซิเจน อีก
สาเหตุหน่ึงท่ีอาจท าใหข้ั้วโลหะเสียสภาพไปคือ อุณหภูมิ  ซ่ึงโดยปกติโลหะท่ีใชท้ าขั้วท่ีติดกบัชั้นสารก่ึงตวัน า
นั้นไม่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงนัก (ต ่ ากว่า 500 องศาเซลเซียส) แต่ท่ีอุณหภูมิห้องโลหะน้ีจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากอุณหภูมิดงักล่าวได ้ การเส่ือมสภาพของขั้วโลหะนั้นจะไม่เกิดข้ึนถา้อยู่ท่ีอุณหภูมิห้อง
และออกซิเจนไม่สามารถสมัผสักบัโลหะได ้

 
 Si Diode ท่ีเก็บอยู่ในโกดงัสินคา้ของบริษทัฯ เป็นอุปกรณ์ไม่ลา้สมยัและไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนใดมาทดแทนได ้โดยมีเหตุผลทางวิชาการ ดงัน้ี 
(1) เน่ืองจาก Diode เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ และ

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด โดยเฉพาะในส่วนจ่ายไฟซ่ึงเปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง ซ่ึงมีการใชว้งจร
ดงักล่าวอยา่งแพร่หลายมามากกวา่ 20 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ Diode ซ่ึงไม่มีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
อ่ืนใดมาทดแทนได ้ อีกทั้งยงันบัเป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัตลอดมา 

(2) ถึงแมเ้ทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั  มีการสร้างและปรับปรุงวงจรรวมหลายชนิดมาตลอดเวลา แต่อุปกรณ์เหล่านั้นจะมีฟังชัน่การใชง้าน
เฉพาะทางท่ีออกแบบส าหรับควบคุมกลไกท่ีมีความซบัซอ้นมาก  จึงมีการพฒันาตลอดเวลา  อย่างไรก็ตาม ใน
ภาคจ่ายยงัจ าเป็นตอ้งใช ้Si Diode ประกอบร่วมกบัวงจรรวมเหล่าน้ีเหมือนเดิม  นอกจากนั้น ยงัมีการน าไปใช้
งานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ อีกเช่นการใชเ้ป็นส่วนป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัวงจรรวม เป็นตน้ 

(3) ในกรณีท่ีตอ้งใชก้บัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการก าลงัสูง (High Power Devices) การเลือกใชว้งจรรวม 
(Integrated Circuit) เพียงล าพงัจะไม่สามารถจ่ายก าลงัสูงตามท่ีตอ้งการได ้จ าเป็นตอ้งใช้ Si Diode ประกอบ
ร่วมในวงจร แต่ถา้เลือกใช้เทคนิคทางวรจรแทนการใช้ Si Diode จะท าให้มีราคาตน้ทุนท่ีสูงกว่าการใช้ Si 
Diode หลายเท่าตวั และยงัก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีก เช่น เกิดความร้อนสะสม เป็นตน้ 

(4) แมใ้นปัจจุบนัจะมีการวิจยัเพ่ือหาวสัดุใหม่มาทดแทนซิลิคอน (Silicon) เช่น แกลเล่ียมอาเซ
ไนด์ (GaAs) หรือฟิลม์เพชร (Diamond Film) ก็ตาม แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัซิลิคอนแลว้ พบว่ากระบวนการ
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สร้างยงัมีความซบัซ้อนมากกว่าซิลิคอนท าให้ราคาตน้ทุนท่ีสูงกว่าซิลิคอนมาก จึงยงัไม่เหมาะสมท่ีจะน าวสัดุ
ใหม่เหล่านั้นไปใชใ้นการผลิต Diode แทนซิลิคอนในเชิงพาณิชย ์
 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานท่ีผ่านมาในปี2556 รายการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้ ซ่ึงในการบนัทึกบญัชีจะตอ้งน ามาบนัทึกเป็นตน้ทุนขายนั้น ไดมี้ผลต่อผลก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) ในไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับ
งวดจ านวน 6.78 ลา้นบาท เกิดจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 3.81 ลา้นบาท และมีรายการขาดทุน
จากการตั้งค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้ซ่ึงน ามาเป็นตน้ทุนขาย จ านวน 1.90 ลา้นบาท   

(2) ในไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับ
งวดจ านวน 8.62 ลา้นบาท ผลขาดทุนดงักล่าวมีสาเหตุส าคญัมาจากตน้ทุนขายสินคา้ท่ีเกิดจากรายการขาดทุน
จากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ ซ่ึงในการบนัทึกบญัชีจะตอ้งน ามาบนัทึกเป็นตน้ทุนขาย จ านวน 15.50 
ลา้นบาท ท าใหมี้ผลท าใหต้น้ทุนขายสินคา้สูงข้ึนในไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เม่ือเทียบกบัไตร
มาส 3 ของปี 2555 

 
3.1.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศและตอ้งช าระค่า
วตัถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  แต่เน่ืองจากลกัษณะการ
จ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ จะเนน้การส่งออกเป็นหลกัและไดรั้บช าระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศเช่นกนั  
ถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) ซ่ึงแมจ้ะไม่เป็นการป้องกนัความเส่ียงในเร่ือง
ของอตัราแลกเปล่ียนไดอ้ย่างสมบูรณ์ก็ตาม แต่ก็สามารถช่วยบริษทัฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวลงได ้ 
เน่ืองจาก บริษัทฯ มีผลต่างๆ ของรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นจ านวนไม่มาก   
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บอนุมติัวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FWC) จากธนาคารพาณิชย ์ 
ส าหรับในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิตวัแทนจ าหน่าย 
บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ผ่าน 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ จ าหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้และจ าหน่ายผ่านตวัแทน

จ าหน่ายของบริษทัฯ (Sole Agent – AG) ท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งเพ่ือช่วยท าการตลาดและจ าหน่ายในแต่ละพ้ืนท่ี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งท าการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธตามงาน
ต่างๆ  หรือการสร้างเวบ็ไซตเ์พ่ือใหล้กูคา้ของบริษทัฯ สามารถหาขอ้มลูสินคา้ของบริษทัฯ ไดง่้าย  
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ในปี 2556 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดมี้นโยบายเปิดกวา้งส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
ของบริษทัฯ ควบคู่กบัการขายตรงไปสู่ลูกคา้กลุ่มต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงท าใหบ้ริษทัฯ มียอดขายผ่านตวัแทน
จ าหน่าย ในสดัส่วนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการขายตรงไปสู่ลกูคา้กลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศ ในเอเชียและในยโุรป  
 
3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
   ผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเงินปันผลหากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน  
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 รายการทรัพยสิ์นถาวร ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี  

                                                    
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน  บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 41.952 ไม่มีภาระผกูพนั 
ส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 11.174 ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 4.267 ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชโ้รงงาน บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 78.744 ไม่มีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 4.508 ไม่มีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 1.176 ไม่มีภาระผกูพนั 
สินทรัพยร์ะหวา่งทางและระหวา่งตรวจสอบ บริษทัฯ เป็นเจา้ของ 0.103 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  144.155  

 
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร์ จ ากดั เป็นบริษทัย่อย ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2556 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ จะโอนกิจการผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญาตประกอบกิจการ และพนกังาน
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าว เพ่ือช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์น และจดัสรรเงินทุนหมุนเวียนจ านวน
หน่ึงไม่เกิน 20  ลา้นบาทให้แก่บริษทัย่อย ในรูปของการช าระเงินเพ่ิมทุน เพ่ือให้บริษทัย่อยมีกระแสเงินสดท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอเร่ืองการโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตไดโอดของบริษทัฯ ใหแ้ก่บริษทัย่อยเพ่ือช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์นและเงินสด ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ 
สามารถปรับปรุงโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว  รายละเอียดของบริษทัยอ่ยปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 1.3 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ท่ีมีศกัยภาพและมีผลตอบแทนท่ีดี อาทิเช่น การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเก็บเงินค่าทางด่วนแบบเงินสดและแบบอตัโนมติั (Easy Pass) ระบบช าระเงินล่วงหนา้ของระบบคมนาคม 
(Prepaid Card System) ระบบเก็บคะแนนสะสมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจคมนาคม (Royalty 
Program) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถและบริหารท่ีจอดรถ (Parking Revenue Collection System) ระบบหักบัญชี
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กลางของระบบคมนาคม (Central Clearing House) ระบบตัว๋รถไฟอตัโนมติั (Automatic Fare Collection) เป็น
ตน้ โดยจะพิจารณาแนวทางในการขยายธุรกิจร่วมกบั และ/หรือ ลงทุนใน บริษทั สมาร์ท แทรฟิค จ ากดั  โดยใน
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัให้
บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั สมาร์ท แทรฟิค จ ากดั โดยการซ้ือหุ้นร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ทั้งหมดจากผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทั สมาร์ท แทรฟิค จ ากดั เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เม่ือเขา้ลงทุนในปี 
2557 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
  

ช่ือบริษทั : บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“EIC”) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 65,68 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว  

เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 
โทรศัพท์ :  (+66) 02 326 1234 และ 02 739 4580 
โทรสาร : (+66) 02 326 1020 
Website : www.eicsemi.com 
E-mail : eic@eicsemi.com 
เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 40854600004 
ประเภทธุรกจิ : ออกแบบ  ผลิต  และจ าหน่ายอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า ประเภท แผน่

ซิลิคอนเวเฟอร์ และ ไดโอด 
ทุนจดทะเบียน : 400,000,000 บาท 
จ านวนและชนิดของหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

: หุน้สามญั  จ านวน 400,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 1 บาท 
ผู้สอบบัญชี : นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี5599 

นางวิไลรัตน ์  โรจนน์ครินทร์       ผูส้อบบญัชีเลขท่ี  3104  
นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์             ผูส้อบบญัชีเลขท่ี  2982   
ส านกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
เลขท่ี 316/32  ซอยสุขมุวิท 22  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 02 22595300  โทรสาร : 022601553 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 

นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีแจง้ไวใ้นหวัขอ้ 1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ในปี 2556 และ
หวัขอ้ 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั บริษทัฯ ไม่มีขอ้มลูส าคญัอ่ืนท่ีอาจมีผลการทบต่อการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั หรือเพ่ือความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงขอ้มลูของผูล้งทุนทุกกลุ่ม  
 
 
 

http://www.eicsemi.com/
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